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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Hersteliung eines Tragerelementmoduls zum Einbau in Chipkarten oder andere Datentragerkarten 

(5?) Es wird ein Verfahren zur Hersteliung eines IC-Moduls 
beschrieben, das aus einem dunnen Tragerelement (4) und 
einem darauf montierten Halbleiter-Chip (2) besteht. Dieses 
Verfahren erlaubt auch die Verwendung von IC-Bausteinen 
(2) besonders groSer Abmessungen (Makro-Chips) und 
groSer Typenvielfalt. Der Chip-SpritzpreBprozeB ist so dabei 
ausgelegt, daS eine minimale Bauhdhe, ohne da£ eine 
Nachbearbeitung erforderlich ist, erzielt werden kann und 
dadurch die kostengiinstige Oberflachenmontierung der 
Chips verwendet werden kann. Dieses erfindungsgemaS 
hergestellte Modul la£t sich sowohl in flexiblen Schaltkreis- 
karten (Einsatz in z. B.: Fotoapparaten) ais auch in Chip-Kar- 
ten verwenden. 

Das erfindungsgemaSe Verfahren weist dabei einen ersten 
Schritt des Aufbringens des mindestens einen IC-Bausteins 
(2) auf das Tragerelement (4) r einen zweiten Schritt des 
f Kontaktierens des mindestens einen IC-Bausteins (2) mit 
dem Tragerelement (4) und einen dritten Schritt des Spritz- 
pressens einer Spritzpre&masse (18) zur Ummantelung des 
IC-Bausteins (2) auf. 
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Beschreibung 
Gebiet der Erfindung 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines TrSgerelementmoduls, bestehend aus einem Tra- 
gerelement und mindestens einem IC-Baustein (Chip) 
insbesondere rait groBen Abmessungen (Makro-Chips), 
das vorzugsweise fur den Einbau in Chipkarten oder io 
andere Datentragerkarten vorgesehen ist 

Stand derTechnik 

Die in jungster Zeit fiir die Informatiqnsverarbeitung 15 
eingesetzten Chipkarten (z. B. Multifunktionelle Chip- 
karten oder Telefonkarten) bestehen ublicherweise aus 
einem ein- oder mehrlagigen isolierten Tragerelement- 
modul, das z. B. in einer Aussparung eines Tragerele- 
ments oder drauf aufliegend den integrierten Halblei- 20 
ter-Schaltkreis (Chip) tragt. 

Die Verdrahtung des Chips mit den AuBenkontakten 
kann gemaB der Lehre der Patentschrift DE- 
C-30 29 667 iiber eine Kontaktierungstechnik, dem so- 
genannten "wire bonding", durchgefuhrt werden. Dazu 25 
werden die AnschluBpunkte des Chips z. B. iiber feine 
Golddrahte mit den Kontaktflachen des Tragerele- 
ments verbunden. 

Aus dem United States Patent US-A-4,474,292 ist als 
Kontaktierungsmdglichkeit zwischen dem Chip und den 30 
Kontaktflachen des Tragerelements das 'Tape Automa- 
ted Bonding" (TAB) bekannt. Fiir die Kontaktierung des 
Chips mit der jeweiligen Verdrahtung, enthalten die 
Verdrahtungsmuster Kontaktfinger, die in Form einer 
sogenannten Kontaktspinne von auBen in Richtung des 35 
Chipinneren gefiihrt werden. Der Chip wird dann, z. B. 
durch UltraschallverschweiBung, an den Enden dieser 
Kontaktfinger des Schaltkreises aufgebracht. 

Eine weitere Mogiichkeit der Kontaktierung ist mit- 
tels "plated through holes" (PTH) mdglich, wie in der 40 
UK Patent Anmeldung GB 2 081 974 A beschrieben. 

In der weiteren Anmeldung (Aktenzeichen: ... , 
GE994016) wird die Verwendung der als solche bekann- 
ten C4-Technik zur Herstellung einer elektrischen Ver- 
bindung zwischen einem IC-Baustein und einem Trager- 45 
element, das fur den Einbau in Chipkarten oder andere 
Datentragerkarten vorgesehen ist, vorgestellt Dies er- 
moglicht eine hone Integrationen des IC-Bausteins mit 
einer entsprechend hohen Anzahl von Kontaktierungen 
zur Kommunikation des IC-Bausteins mit seiner auBe- 50 
ren Umgebung. 

Nach der Kontaktierung von Chip und Trager wird 
der Chip im Trager vergossen oder auf dem Trager mit 
einem GieBharztropfen ummantelt um Umgebungsein- 
flusse auszuschalten. Problematisch, insbesondere bei 55 
der Herstellung von Chips mit groBer Flache, hat sich 
dabei jedoch die im wesentlichen konvexe Formgestal- 
tung der GieBharzummantelung erwiesen. Insbesonde- 
re bei der Ummantelung groBflachiger und damit im 
Verhaltnis H6he zu Flache relativ flacher Chips zwingt eo 
die nach dem Ausharten verbleibende konvexe und re- 
lativ undefinierte Tropfenform zu einer Nachbehand- 
lung z. B. durch Abschleifen um kleinere Bauhohen er- 
reichen zu konnen. 

Allen bekannten Methoden zur Herstellung von Tr&- 65 
gerelementen fur IC-Bausteine ist gemeinsam, daB sie 
Chips groBer Abmessungen (Makro-Chips) nicht oder 
nur mit groBem Aufwand verwenden kdnnen. Dadurch 
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ist die Herstellung von Massenartikeln mit hochster 
Speicherdichte wie Chipkarten und flexiblen Schaltkar- 
ten nicht mdglich. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung von Tragerelementmodulen mit IC- 
Bausteinen zu finden, die den Einsatz von Chips mit 
groBen Abmessungen (Makro-Chips) ermoglicht 

Die Aufgabe der Erfindung wird geldst durch die Leh- 
re entsprechend des unabh&ngigen Patentanspruchs 1. 

Das erfindungsgem&Be Herstellungsverfahrens er- 
laubt auch die Herstellung von Tragerelementmodulen 
mit groBflachigen Chips (z. B. mit hoher Speicherdichte), 
wie sie durch den steigenden Informationsbedarf mit 
wachsenden AnwendungsmSglichkeiten insbesondere 
der Chipkarten gefordert werden, durch die Mogiich- 
keit Module mit kleiner und definierter Bauhohe her- 
stellen zu konnen. 

Die Verwendung des SpritzpreBverfahrens mit einer 
SpritzpreBmasse mit vorgegebenen Eigenschaften er- 
moglicht durch die definierbare Formgestaltung der 
Chipummantelung bei dem SpritzpreBvorgang, daB 
kleine und definierte Bauh6hen und ein geringes Bauvo- 
lumen realisiert werden kdnnen. Dabei gew&hrleistet 
die SpritzpreBmasse einen Schutz des Chips vor Rissen 
("Cracks") und Umwelteinfliissen. 

Auch lassen sich bei dem erfindungsgem&Ben Verfah- 
ren Tragerelemente bestehend aus einem Isolator, vor- 
zugsweise faserverstarkte Polymere, und einer metalli- 
schen Kontaktebene verwenden, wobei der Chip dann 
im wesentlichen auf dem Isolator aufsitzt und mit der 
Kontaktebene verbunden wird. 

Die Verwendung eines Trennmittels mit vorgegebe- 
nen Eigenschaften ermdglicht ein leichtes und schonen- 
des Abldsen der bei dem SpritzpreBverfahren entste- 
henden Anspritzstr&nge von dem Tragerelement, insbe- 
sondere wenn diinne faserverstarkte Polymere als Isola- 
tor verwendet werden. Das Trennmittel als solches 
macht damit die Verwendung von einfachen und ko- 
stengunstigen SpritzpreBwerkzeugen mit einer seitli- 
chen, auf dem Tragerelement gefiihrten, Anspritzung 
erst moglich, da ansonsten die Anspritzstiicke auf der 
Tragerelementoberflache haften bleiben und bei dem 
erforderlichen AbtrennprozeB der Anspritzstiicke die 
Tragerelementoberflache beschadigt werden kann. 

Eine Kontrollmoglichkeit zur Erkennung der erfolg- 
reich mit dem Trennmittel beschichteten Oberfiachen- 
bereiche des Tragerelement kann durch die Verwen- 
dung von einfarbbaren Trennmitteln erreicht werden, 
was zu einer Kontrastierung und damit entsprechend 
einfachen Erkennbarkeit der mit dem Trennmittel be- 
netzten Bereiche fiihrt. 

Durch die Verwendung eines Klebers mit vorgegebe- 
nem Eigenschaftsprofil kann eine zuveriassigen Verbin- 
dung zwischen dem Chip und dem Tragerelement er- 
zielt werden. 

Die erfindungsgemaBe Verwendung und Kombina- 
tion der geforderten Materialien erlaubt zudem einen 
mdglichst kurzen ProzeBzyklus und einen einfachen, 
schnellen und dkonomischen ModulherstellungsprozeB, 
der komplett in einer Linie und ohne Zwischenschritte 
ausgefuhrt werden kann. 

Beschreibung der Zeichnungen 

Zur naheren Eriauterung der Erfindung sind im fol- 
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genden Ausfiihrungsbeispiele mit Bezugnahme auf die 
Zeichnungen beschrieben. 

Fig. 1A— ID zeigen ein erfindungsgem&Bes Verfah- 
ren zur Hersteliung eines Tragerelementmoduis beste- 
hend aus einem Chip und einem Tragerelement, 5 

Fig, 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu 
der Darstellung aus den Fig. 1, 

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablo- 
sung der Anspritzkanale an einem Beispiel. 

10 

Detaillierte Beschreibung der Erfindung 

Fig. 1A— ID zeigen ein erfindungsgemaBes Verfah- 
ren zur Hersteliung eines Tragerelementmoduis beste- 
hend aus einem Chip 2 und einem Tragerelement 4 15 
durch das Aufbringen des Chips 2 auf das Tragerele- 
ment 4 in Schnittbilddarstellung. Das Tragerelement 4 
besteht aus einer auf einen Isolator 6 plan aufgebrach- 
ten Kontaktebene 8, wobei der Isolator 6 vorzugsweise 
aus glasf aserverstarktem Epoxidharz oder aus faserver- 20 
starktem Polyimid besteht. Das Tragerelement 4 wird in 
einem weiteren Schritt in eine sogenannte Chipkarte 
(Smartcard) eingefiigt, auf der Daten gespeichert und 
bearbeitet werden konnen. Die Kontaktebene 8 des 
Tragerelements 4 dient dann zur Kontaktierung des 25 
Chips 2 mit der AuBenwelt, z. B. einem Chipkartenlese- 
gerat, entsprechend den Anwendungen der Chipkarte. 

In Fig. 1 A werden kreisrunde Durchbruche 10 in den 
Isolator 6 fur die spatere Verdrahtung des Chips 2 ge- 
stanzt AnschlieBend wird auf die Unterseite des Isola- 30 
tors 6 eine elektrisch leitende Folie (z. B.: 35 jim Kupfer- 
folie) als die Kontaktebene 8 aufgeklebt, aus der dann 
naBchemisch die Leiterbahnen, die leitende Mittelzone 
und die nicht leitenden Streifen herausgeatzt werden. 
Danach erfolgt die elektrochemische Beschichtung der 35 
leitenden Kupferstrukturen der Kontaktebene 8 mit 
Nickel und Gold, die dann Ni/Au-Kontakte 12 bilden. 

Nun wird, wie in Fig. IB gezeigt, auf der Oberseite 
des Isolators 6 in dem Bereich ein Klebetropfen 14 auf- 
gebracht durch den der Chip 2 mit dem Tragerelement 4 40 
mechanisch verbunden werden soil 

Bei der Anwendung des Klebers 14 ist zu unterschei- 
den zwischen den verschiedenen elektrischen Kontak- 
tierungsmoglichkeiten von Chip 2 zu dem Tragerele- 
ment 4, wie sie in einem sich anschlieBenden Verfah- 45 
rensschritt ausgefiihrt werden. Liegen die AnschluB- 
punkte von Chip 2 und Tragerelement 4 einander ge- 
genuber, wie z. B. bei der TAB- oder der C4-Technik, 
kommt einer mechanischen Stabilisierung durch die 
Verwendung des Klebers 14 eine geringere Bedeutung 50 
zu oder sie kann sogar auch entfallen, da durch die 
Kontaktierung bereits eine vielfach ausreichend feste 
mechanische Verbindung zwischen Chip 2 und Trager- 
element 4 erreicht werden kann. Es sollte jedoch sicher- 
gestellt werden, daB in den Raum zwischen dem Chip 2 55 
und der Oberfiache des Tragerelement 4 bei eventuell 
sich anschlieBenden weiteren ProzeBschritten nicht 
oder nur geringfugig andere Materialien, wie etwa eine 
VerguSmasse, ungewoilt eindringen kann. Dies konnte 
ansonsten zu einem Herabsetzen der mechanischen Sta- eo 
bilitat des Verbunds aus Chip 2 und Tragerelement 4 zur 
Folge haben, 

Kann durch die Kontaktierung allein keine ausrei- 
chend feste mechanische Verbindung zwischen Chip 2 
und Tragerelement 4 erreicht werden, oder soli ein 65 
mogliches Eindringen eines unerwiinschtes Materials in 
den Raum zwischen dem Chip 2 und der Oberfiache des 
Tragerelement 4 verhindert werden, ist bei der Auswahl 
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des Materials fur den Kleber 14 darauf zu achten, daB 
dieser eine ausreichende Verarbeitungsdauer aufweist, 
die eventuell die elektrische Kontaktierung mitein- 
schlieBt Insbesondere muB ein vorzeitiges Ausharten 
verhindert und eine gute Vertraglichkeit mit sich an- 
schlieBenden Temperaturschritten gewahrleistet sein. 
Zu unterscheiden ist hier generell, ob die Anwendung 
des Klebers 14 vor oder nach der elektrischen Kontak- 
tierung zu erfolgen hat. So laBt sich bei einer Verwen- 
dung des Klebers 14 nach der elektrischen Kontaktie- 
rung die mechanische Stabilitat des Materialverbund 
des Tragerelementmoduis giinstig beeinflussen ohne da- 
bei eine eventuell auftretende negative Beeinflussung 
durch den Kleber 14 wahrend der Kontaktierung in 
Kauf nehmen zu mussen. 

Bei der Verwendung der "wire bond" Technik wird 
der Chip 2 mit seiner Riickseite auf dem Tragerelement 
4 platziert und die auf der gegenuberliegenden Seite des 
Chips 2 sich befindenden AnschluBpunkte uber feine 
Drahte mit den Kontaktflachen 12 des Tragerelements 4 
verbunden. Bei dem Aufbringen des Klebers 14 auf das 
Tragerelement 4 ist es wichtig darauf zu achten, daB der 
Kleber 14 nicht aus dem Raum zwischen der Riickseite 
des Chips 2 und dem Tragerelement 4 hinaustritt An- 
sonsten besteht die Gefahr, daB bei einer in Fig. ID 
gezeigten und spater zu beschreibenden SpritzpreBver- 
kapselung des Chips 2 die SpritzpreBmasse durch den 
Kontakt mit dem Kleber 14 nicht ausreichend an dem 
Modul haftet und es so zu Abrissen kommen kann. 
Gleichzeitig ist es wichtig sicherzustellen, daB die Kon- 
taktflachen 12 nicht von dem Kleber 14 benetzt werden 
und damit die elektrische Kontaktierung beeintrachti- 
gen. 

Nach dem Aufbringen des Klebers 14 in Fig. IB er- 
folgt dann eine Vorhartung ("precure"), z. B. mit einer 
Infrarotheizung, Heizplatte, Heizschuh, Heiztisch, Ofen, 
Umlauf- oder HeiBluftofen, zur Vorfixierung damit der 
Chip 2 wahrend der nachfolgenden (vollstandigen) Aus- 
hartung in Position bleibt Dem Schritt der Vorhartung 
des Klebers 14 folgt die Aushartung ("final cure") in 
einem Ofen. 

In dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1C wird als 
Kontaktierungsverfahren das "wire bonding" gewahlt 
Dazu werden die AnschluBpunkte des Chips 2, z. B. ei- 
nem Makro-Chip mit einer Flache von beispielsweise 
272 mm 2 , uber feine Metalldrahte 16 (z. B. Gold- oder 
Aluminiumdrahte) mit den Kontaktflachen des Trager- 
elements 4 verbunden. Entsprechend kann jedoch jedes 
andere insbesondere eines der eingangs erlauterten 
Kontaktierungsverfahren angewandt werden. 

Von der unter dem Chip 2 befindlichen dtinnen Kle- 
beschicht 14 muB verlangt werden, daB bei den nachfol- 
genden ProzeBschritten, die unter anderem eine Ver- 
kapselung des Chips 2 durch Spritzpressen beinhalten, 
der Kleber 14 keine Erweichung mehr zeigt. Ansonsten 
kann wahrend des bei 180°C ablaufenden Spritzpres- 
sens der Chip 2 verschoben werden und dabei die Kon- 
taktierungen des Chips 2 mit dem Tragerelement 4, z. B. 
vorher gebondete Al-Drahte, abreiBen. AuBerdem muB 
die Klebeschicht 14 blasenfrei der Raum zwischen Chip 
2 und Tragerelement 4 homogen gefiillt sein, da bei der 
SpritzpreBtemperatur von 180° C die Luft in den in der 
Klebeschicht 14 mdglicherweise eingeschlossenen Bla- 
sen zu einer Druckerhohung fiihrt und somit der Chip 2 
entweder abgesprengt oder brechen kann. 

Desweiteren darf der Kleber 14 wahrend der Aushar- 
tung keine fluchtigen Bestandteile (z. B. niedermoleku- 
lare Substanzen) freisetzen, da diese ebenfalls auf die 
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Zuverl&ssigkeit der Verbindung zwischen Chip 2 und 
Tragerelement 4 ruckwirken konnen. Letztendlich muB 
aber die Klebeschicht 14 nach der Aushartung einen 
gewissen Grad an Elastizitat haben, da das Tragerele- 
ment 4 mit den verklebten Chips 2 im Modulherstel- 5 
lungsprozeB mehrfach Biegebeanspruchungen ausge- 
setzt werden kann (z. B. bei der Verarbeitung als End- 
losfilm in aufgerollter Form, wie in Fig. 2 zu sehen). 

Bei Verwendung von Klebern mit Fullstoffen (z. B. 
Keramikpartikeln) kann der thermische Ausdehnungs- 10 
koeffizient des Klebers auf den Materialverbund aus 
Tragerelement 4 und Chip 2 eingestellt und damit auf 
StreBausgleich hin angepafit werden. Allerdings darf 
dann die KorngroBenverteilung der Fullstoffpartikel 
den Wert der maximal erlaubten Schichtdicke des Kle- 15 
bers, z. B. etwa kleiner als 150 jtm, nicht uberschreiten, 
damit sich diese erforderliche Schichtdicke des Klebers 
14 auch erreichen laBt. 

Zum Schutz des Chips 2 gegen Bruch und Umweltein- 
flusse wird dieser mittels eines SpritzpreBprozesses 20 
("transfer moulding"), wie in Fig. ID gezeigt, verkapselt, 
vorzugsweise bei einer Temperatur von etwa 180°C 
Das SpritzpreBmaterial 18 muB iiber die nachfolgend 
beschriebenen Eigenschaften verfugen: Das SpritzpreB- 
material 18 muB eine hohe Biegefestigkeit (in etwa gro- 25 
Ber als 7 kp/mm 2 und vorzugsweise groBer als 13 kp/ 
mm 2 ) und einen niedrigen thermischen Ausdehnungsko- 
effizienten (in etwa kleiner als 50 x 10~ 6 °C _1 und vor- 
zugsweise kleiner als 17xl0~ 6 °C"" 1 ) aufweisen, da 
dann der Materialverbund aus Tragerelement 4, Chip 2, 30 
SpritzpreBmasse 18 und eventuell KJeber 14 geringe 
mechanische Spannungen aufbaut Mechanische Span- 
nungen k6nnen sich ansonsten ungunstig auf die Kon- 
taktierungen, z. B. die Wire Bond-Anschliisse 16 auf der 
Oberseite des Chips 2, auswirken und die Zuverlassig- 35 
keit und Integritat des Moduls in Herstellung und Ge- 
brauch negativ beeinflussen. 

AuBerdem darf das SpritzpreBmaterial 18 wahrend 
des Erkaltens nur geringfugig schrumpfen, was durch 
den Zusatz von Fullstoffen erreicht werden kann, da ein 40 
zu hoher Schrumpf ebenfalls auf die Wire Bond-An- 
schliisse nickwirkt. Dariiber hinaus ist eine moglichst 
kurze Aush&rtezeit (vorzugsweise kleiner als eine Minu- 
te) der SpritzpreBmasse 18 erforderlich, um sehr kurze 
ProzeBzeiten bei der Modulherstellung zu erreichen. 45 
Weiterhin muB das SpritzpreBmaterial 18 flammbestan- 
dig sein und ein gute Haftung zum Chip 2 und dem 
Tragerelement 4 aufweisen. 

Um den Chip 2 vor Korrosion zu schutzen, darf das 
SpritzpreBmaterial 18 nur wenig Feuchte (vorzugsweise 50 
kleiner als 1% nach 48 h Kochwasserbehandlung) auf- 
nehmen. Das kann sichergestellt werden, wenn eine ge- 
eignete, vernetzbare SpritzpreBmasse 18 eingesetzt 
wird. 

Fig. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu 55 
der Darstellung aus Fig. 1. Bei der hier dargestellten 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Herstel- 
lungsverfahrens werden die Tragerelemente 20-34 als 
Endlosfilm 36 prozessiert, der anschlieBend in einzelne 
Chip-Tragerelement-Module getrennt wird. Der End- 60 
losfilm 36 besteht, entsprechend obigen Erlauterungen 
aus dem Isolator 6, einem diinnen Epoxid-Glasgewebe- 
f ilm, und der metallischen Kontaktebene 8. Dabei sind in 
dieser Darstellung durch den nahezu transparenten Iso- 
lator 6 die Kontaktebenen der Tragerelemente 20—34 65 
zu sehen. Der Endlosfilm 36 kann zwischen der Prozes- 
sierung der einzelnen Schritte vorzugsweise auf eine 
Rolle aufgewickeit werden und durchlauft in abgewik- 
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kelter Form die vorzugsweise als Fertigungslinie aufge- 
reihten ProzeBschritte. 

Bei dem SpritzpreBprozeB wie in Fig. 2 gezeigt, wer- 
den mit einem SpritzpreBvorgang jeweils acht Trager- 
elemente 20—34 gleichzeitig verkapselt. Die Spritz- 
preBmasse 18 stammt von einem PreBling und wird nach 
kurzem Aufheizen iiber einen Verteiler 38 und dem an- 
geschlossene Anspritzkan&le 40 an das jeweilige Tra- 
gerelement 20—34 herangefiihrt Die Fiihrung der 
SpritzpreBmasse 18 wird dabei durch ein hier nicht dar- 
gestelltes Werkzeug sichergestellt, das nach Beendi- 
gung des SpritzpreBvorgangs wieder entfernt wird. Da- 
bei hartet das SpritzpreBmaterial 18 ebenfalls in den 
Anspritzkanalen 40 aus und bleibt nach Entfernen des 
Werkzeugs wie in Fig 2 dargestellt zuruck. 

Wie in Fig. 2 ebenfalls zu sehen ist, wird die Spritz- 
preBmasse 18 in etwa seitlich von den KanSlen 40 an das 
jeweilige Tragerelement 20—34 herangefiihrt. Dies er- 
laubt eine einfache und kostengiinstige Gestaltung des 
SpritzpreBwerkzeuges im Vergleich zu einer Heranfuh- 
rung der SpritzpreBmasse beispielweise von oben her- 
an. 

Die gewollt gute Haftung des SpritzpreBmaterials 18 
auf dem Tragerelement 4 wirkt sich aber dort sehr nach- 
teilig aus, wo die Anspritzkanale 40 fur die Verkapse- 
lung des Chips 2 auf dem Tragerelement 4 verlaufen und 
mit diesem Kontakt haben, da sie nach dem Spritzpres- 
sen wieder entfernt werden miissen. Die Abl5sung der 
Anspritzkanale 40 fiihrt zu enormen ProzeBproblemen 
und erschwert eine Verkapselung mittels der Spritz- 
preBtechnik. 

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Abl6- 
sung der Anspritzkanale 40 an einem Beispiel. Wahrend 
des fehlerhaften AblSsens sind hier nicht nur die An- 
spritzkanale 40 entfernt worden, sondern es haben sich 
auch gleichzeitig der untere linke und die beiden auBe- 
ren rechten Chipumhullungen mitabgel6st An den ab- 
geldsten Stellen wird nun ersichtlich, daB mit dem ent- 
f ernten SpritzpreBmaterial 18 auch ein Teil des Isolators 
6 unerwunschterweise mitentfernt wurde. Dies erkennt 
man deutlich an dem durch die Gewebeverstarkung ent- 
standene Musterung der Tragerelementoberfiachen. 
Die so beschadigten Oberfl&chen ermdglichen nun ein 
unerwiinschtes Eindringen von Feuchtigkeit und ande- 
ren Partikeln, die zu einer Korrosion und damit zum 
Ausfall der Chipfunktionen fuhren konnen. Dabei ist zu 
bemerken, daB fiir die Beeintrachtigung der Funktions- 
fahigkeit des Chips 2 in erster Linie nur die BeschSdi- 
gungen beim AbriB der Anspritzkanale 40 eine Rolle 
spielen, da durch eine entsprechende Kraftwirkung ent- 
gegen der beim AbriBvorgang wirkenden Krafte ein 
unerwiinschtes Ablosen der ummantelten Chips 2 leicht 
verhindert werden kann. 

Um eine Beschadigung der Oberflachen zu vermei- 
den, wird in einer Ausfuhrungsform der Erfindung vor- 
geschlagen, die Oberflache des Endlosfilms 36 bzw. der 
Tragerelemente 20—34 zumindest dort, wo die An- 
spritzkanale 40 auf der Oberflache der Tragerelemente 
20—34 verlaufen, mit einem Trennmittel zu passivieren. 
Solche Trennmittel miissen unter den Bedingungen des 
SpritzpreBprozesses ihre Trennmitteleigenschaften bei- 
behalten, d. h. insbesondere thermisch stabil sein. Des- 
weiteren diirfen geeignete Trennmittel auch unter Pro- 
zeBbedingungen nicht fliichtig sein, um eine unkontrol- 
lierte Verteilung auf der Trageroberflache auszuschlie- 
Ben. 

Fur eine dkonomische Verwendung des Trennmittels 
und insbesondere fiir eine "online" Anwendung, d. h. ei- 
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ne Anwendung wahrend des Herstellungsprozesses 
oder im ProzeBverlauf, ist es ebenso erforderlich, daB 
das Trennmittel schnell auf der Trageroberflache fixiert 
bzw. vernetzt werden kann, da ansonsten unerwiinschte 
Wartezeiten oder Diskontinuitaten wahrend des Pro- 5 
zeBablaufes auftreten konnen. 

Als Trennmittel eignen sich generell Organosilane mit 
niedriger Oberflachenspannung, wie z. B. Organofluo- 
rosilane oder Alkyl- und Arylalkoxysilane. Unter diesen 
Organosilanen haben sich als vorteilhaft fur eine erfin- 10 
dungsgemaBe Verwendung erwiesen: Phenyltrimethox- 
ysilan, Phenyltriethoxysilan, Phenyltrichlorsilan, Me- 
thyltriethoxysilan, Methyltrimethoxysilan, Propyltrime- 
thoxysilan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, Di- 
phenyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyl- 15 
diethoxysilan, Perfluorooctyltriethoxysilan, Dimethyldi- 
methoxysilan, Triphenylethoxysilan, Triphenylethoxysi- 
lan, Dodecyltriethoxysilan, oder dergleichen. 

Die genannten Trennmittel konnen als solche, insbe- 
sondere bei einer Applikation separat vom Modulher- 20 
stellungsprozeB, oder vorzugsweise auch in Form von 
Losungen oder Emulsionen in Konzentrationen ab etwa 
0,005 Gewichtsprozent appliziert werden. Es sollten 
moglichst leichtfltichtige Losungsmittel wie-Ethanol, 
Methanol, iso-PropanoI, Wasser, Aceton, Methylethyl- 25 
keton, Methylenchlorid, Dioxan etc. oder Mischungen 
derselben, insbesondere mit Wasser, verwendet werden. 
Zur besseren Steuerung der Reaktivitat der angewand- 
ten Trennmittel und zur Verbesserung der Stabilitat der 
LSsungen konnen der Trennmittelfliissigkeit auch Kata- 30 
lysatoren, z. B. Essigsaure oder Salzsaure, zugesetzt 
werden. 

Die Beschichtung des Tragerelements 4 mit dem 
Trennmittel bzw. deren Losungen kann durch geeignete 
Methoden wie z. B. Drucken, Pinseln, Aufstreichen oder 35 
Schreiben mit einem Filzstift erfolgen und auf einfache 
Art und Weise auch automatisch angewandt werden. 
Die Trocknung bzw. Aushartung der Trennmittelschicht 
muB fur das jeweils verwendete Trennmittel bzw. die 
gewahlte Verfahrensweise optimiert werden. Die Appli- 40 
kation und Trocknung/Hartung des Trennmittels kann 
sowohl "off line", das heiBt separat vom Modulherstel- 
lungsprozeB, als auch "in line" erfolgen, das heiBt wah- 
rend des Modulherstellungsprozesses. Wird das Trenn- 
mittel "in line" appliziert, ergibt sich die Moglichkeit, die 45 
Trocknung/Hartung simultan mit der Aushartung des 
Klebers 14 durchzufuhren. 

Zur besseren Erkennung der mit dem Trennmittel 
beschichteten Oberflachenbereiche kann der Trennmit- 
tellosung oder -emulsion ein thermisch ausreichend sta- 50 
biler Farbstoff in geeigneter Konzentration zugesetzt 
werden. Dafiir eignet sich beispielsweise Methylenblau, 
das z. B. in einer Konzentration von 0,1 bis 3,0 Gewichts- 
prozent oder vorzugsweise 0,5 bis 1,5 Gewichtsprozent 
verwandt werden kann. 55 

Im folgenden ist ein erfindungsgemaBes Ausfuh- 
rungsbeispiel fiir die Herstellung eines Moduls beste- 
hend aus dem Tr&gerelement 4 mit dem Chip 2 gegeben. 
Das Verf ahren kann sowohl fiir ein einzeines Tragerele- 
ment 4 oder fiir eine Vielzahl von Tragerelementen eo 
20—34 auf dem Endlostrager 36 angewandt werden und 
beinhaltetdie Schritte: 

1) Herstellung des dunnen Tragerelements als ein- 
zeines Tragerelement 4 oder als Tragerelemente 65 
20—34 auf Endlosfilm 36, bestehend aus faserver- 
starktem Polymermaterial (z. B.: Epoxidharz, Poly- 
imid, Polycyanatester, BT Harz) versehen mit einer 
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Cu/Ni/Au - Kontaktebene 8 auf der Unterseite 
und metallischen Kontaktflachen 12 an der Ober- 
flache. 

2) Auftragen des Trennmittels auf die Oberflache 
des Tragerelements 4, 20—34. Der Auftrag des 
Trennmittels erfolgt mit einem handelsiiblichen 
und mit dem Trennmittel getrankten Schreiber, wie 
z. B. einem Filzstift, auf die Oberflachenbereiche 
oder Teile davon, auf denen spater die Anspritz- 
strange fiir die Verkapselung des Chips 2 verlaufen. 
Als Trennmittel wird eine 5%-ige Losung von Phe- 
nyltrimethoxysilan in einer EthanolAVasser Mi- 
schung (95/5) verwendet. 

Zur besseren Erkennung der behandelten Oberfla- 
chenbereiche wird der Losung als Farbstoff Methy- 
lenblau zu 1% zugesetzt. Die Trocknung/Hartung 
des Trennmittels erfolgt bei den unter 3.) beschrie- 
benen Parametern. 

3) Verkleben des Chips 2 mit einem Epoxidkleber, 
kurzes Infrarot-Vorharten zur Fixierung und etwa 
1 Minute Ausharten im Ofen bei einer Temperatur 
von 180° C 

4) Kontaktierung des Chips 2 mit der AuBenver- 
drahtung unter Verwendung von 32 jim dicken 
Aluminium-Drahten 16 anhand der "wire 
bond'-Technik. 

5) Verkapseln des Chips 2 mit einem SpritzpreBver- 
fahren unter Verwendung der SpritzpreBmasse 18. 

6) Entf ernen der Anspritzkanale 40. 
[7) Ausstanzen der Tragerelemente 20—34 aus dem 
Endlostrager 36.] 
8) Einbau in die Chipkarte. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Moduls beste- 
hend aus einem Tragerelement (4) und mindestens 
einem IC-Baustein (2) zum Einbau in Chipkarten 
oder andere Datentragerkarten, mit: 
einem ersten Schritt des Aufbringens des minde- 
stens einen IC-Bausteins (2) auf das Tragerelement 

(4); 

einem zweiten Schritt des Kontaktierens des min- 
destens einen IC-Bausteins (2) mit dem Tragerele- 
ment (4); 

gekemizeichnet durch 

einen dritten Schritt des Spritzpressens einer 
Spritzpressmasse (18) zur Ummantellung des 1C- 
Baustein (2). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Tragerelement einen Isolator (6), 
vorzugsweise faserverstarktes Polymer, und eine 
Kontaktebene (8) aufweist, wobei der IC-Baustein 
(2) im wesentlichen auf dem Isolator (6) auf sitzt und 
mit der Kontaktebene (8) verbunden wird, 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB vor dem dritten Schritt ein 
Schritt des passivierens des Tragerelements (4) an 
den Stellen, an denen eine Haftung der Spritzpress- 
masse (18) mit dem Tragerelement (4) nicht ge- 
wiinscht ist, ausgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Passivieren des Tragerelements 
(4) mit einem Trennmittel ausgefuhrt wird, das Or- 
ganosilane mit niedriger Oberflachenspannung, ins- 
besondere Organofluorosilane oder Alkyl- und 
Arylalkoxysilane, Phenyltrimethoxysilan, Phenyl- 
triethoxysilan, Phenyltrichlorsilan, Methyltriethox- 
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ysilan, Methyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysi- 
lan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, Diphe- 
nyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyl- 
die thoxysilan, Perfluorooctyltriethoxysilan, Dime- 
thyldimethoxysilan, Triphenylethoxysiian, Triphe- 5 
nylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, oder der- 
gleichen aufweist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Trennmittel als solches oder in 
Form von Losungen oder Emulsionen in Konzen- 10 
trationen ab etwa 0,005 Gewichtsprozent appliziert 
wird, wobei leichtfliichtige Losungsmittel wie vor- 
zugsweise Ethanol, Methanol, iso-Propanol, Was- 
ser, Aceton, Methylethylketon, Methylenchlorid, 
Dioxan etc. oder Mischungen derselben, insbeson- 15 
dere mit Wasser, verwendet werden. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Spritzpress- 
masse (18) eine hohe Biegefestigkeit (in etwa gro- 
Ber als 7 kp/mm 2 und vorzugsweise groBer als 20 
13 kp/mm 2 ), einen niedrigen thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten (in etwa kleiner als 50 x 10~ 6 
°C _1 und vorzugsweise kleiner als 17xl0~ 6 
°C _1 ), eine moglichst kurze Aushartezeit (vorzugs- 
weise kleiner als eine Minute), Flammbestandigkeit 25 
und eine gute Haftung zu dem IC-Baustein (2) und 
dem Tragerelement (4) aufweist, wahrend des Er- 
kaltens nur geringfiigig schrumpft und nur wenig 
Feuchte (vorzugsweise kleiner als 1% nach 48 h 
Kochwasserbehandlung) aufnimmt. 30 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB vor dem dritten 
Schritt ein Schritt zur Erhohung der Haftung des 
mindestens einen IC-Bausteins (2) auf dem Trager- 
element (4) und/oder der mechanischen Stabilisie- 35 
rung des Materiaiverbunds, mindestens bestehend 
aus dem IC-Baustein (2) und dem Tragerelement 
(4), vorgesehen ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Erhdhung der Haftung des minde- 40 
stens einen IC-Bausteins (2) auf dem Tragerele- 
ment (4) und/oder der mechanischen Stabilisierung 
des Materiaiverbunds durch ein Haftmittel (14) be- 
werkstelligt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB das Haftmittel (14) bei den nachfol- 
genden ProzeBschritten keine Erweichung mehr 
zeigt, blasenfrei ist, wahrend der Aushartung keine 
flQchtigen Bestandteile (z. B. niedermolekulare 
Substanzen) freisetzt und nach der Aushartung ei- 50 
nen gewissen Grad an Elastizitat habt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dem Haftmittel (14) Fullstoffe, vor- 
zugsweise Keramikpartikel, zugesetzt werden zur 
Einstellung des thermischen Ausdehnungskoeffi- 55 
zienten des Haftmittels (14) auf den Materialver- 
bund aus Tragerelement (4) und IC-Baustein (2). 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
elemente (20—34) auf einem Endlosfilm (36) aufge- 50 
bracht sind und nach Beendigung des Verfahrens in 
einzelne Tragerelement (4) zeriegt werden. 
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